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幅広い波長で光電変換を行う高性能なタンデム型有機太陽電池の開発に向けて、長波長側に高

い感度を有する高効率なボトムセル開発が要求されている。その候補となる有機半導体材料とし

て、我々は赤外光領域で強い光吸収を示す電荷移動(Charge Transfer: CT)錯体半導体に着目し、こ

れまでキャリア拡散長が他の有機半導体と比べ飛躍的に向上すること等を明らかにしてきた[1]。

さらに最近、薄膜トランジスタ材料として知られる C8BTBT と TCNQ を組み合わせた錯体結晶は、

層状結晶構造を持つ CT 錯体単結晶に成長することを報告した[2]。しかしながら、縦型太陽電池素

子化に必要となる連続膜形成が可能かどうか明らかにされていない。本研究では、C8BTBT と

TCNQ を各蒸着源から昇華させる共蒸着法により、良質な C8BTBT-TCNQ 錯体薄膜の形成に成功

した。これを応用した太陽電池特性と、キャリア移動度・拡散長との相関について検討した。 

 C8BTBT-TCNQ、および C8BTBT-F2TCNQ について共蒸着法により作製した薄膜の光吸収スペ

クトルを測定したところ、構成分子の光吸収より長波長側の 700~850 nm 付近に、分子間の錯形成

に伴う CT 吸収が見られることを確認した。原子間力顕微鏡像（図１）、及び薄膜 X 線回折（図２）

の測定結果から、層状結晶が全て基板に対して平行な一軸配向した多結晶薄膜が得られているこ

とが分かった。またこれら錯体薄膜を用いた薄膜トランジスタを作製したところ、7.36×10-2 

cm2/Vs の良好な移動度を示す n 型動作が得られた（図３）。これらに基づき、錯体半導体の電子

構造を考慮し設計・作製した縦型光起電力素子の動作特性と、LBIC 法[1]によるキャリア拡散長の

結果をもとに、錯体半導体の太陽電池特性について当日議論を行う。  
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図 1:CT 錯体共蒸着膜の AFM 像 
(a) C8BTBT-TCNQ (b) C8BTBT-F2TCNQ 

 

図 2:薄膜 X 線回折(面外測定) 
 

図 3:C8BTBT-F2TCNQ 薄膜トランジスタ 
における出力特性 
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